99年度民專上字第70號
附圖一：系爭專利
1.第三圖係為本創作之內部含射出技術形成絕緣封罩分解圖
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  2.第四圖係為本創作組合前含射出技術形成絕緣封罩示意圖
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附圖二:被證4
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附圖三:被證5
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附圖四:系爭產品(電感規格IMD129-R60M-JJ6W)照片
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